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TÓM TẮT  

Các hệ vật liệu Na0,59K0,41NbO3 và (Na0,55K0,41Li0,04)(Nb1-0,06-xS0,06Tax)O3 với x = 0,05; 

0,1 và 0,15 được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn truyền thống. Tạp 

Ta, với các nồng độ khác nhau, khi đi vào mạng nền đã làm thay đổi cấu trúc vật 

liệu và ổn định sự phát triển cỡ hạt của gốm. Kết quả là một số tính chất vật lý của 

gốm trên cơ sở KNN được cải thiện. Hệ gốm (Na0,55K0,41Li0,04)(Nb1-0,06-xS0,06Tax)O3 với 

x=0,1 cho thấy tính chất áp điện tốt hơn cả với mật độ gốm đạt 4.42 g/cm3, hệ số 

liên kết điện cơ kp= 0,39 và hệ số d33 = 94 pC/N. 

Từ khóa: gốm không chì, áp điện, KNN, Ta. 
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ABSTRACT 

Ceramic systems of Na0,59K0,41NbO3 and (Na0,55K0,41Li0,04)(Nb1-0,06-xS0,06Tax)O3 with x 

=0,05; 0,1 and 0,15 were fabricated using solid state reaction method. The Ta 

dopant, entering the original lattice of KNN with different concentrations, has 

changed the material structure and stabilized the growth of ceramic grains. As a 

result, some physical properties of based KNN ceramic were improved. 

(Na0.55K0.41Li0.04) (Nb1-0.06-xS0.06Tax) O3 with x = 0.1 showed the best piezoelectric 

property with density = 4.42 g/ cm3, kp = 0.39 and d33 = 94 pC/N. 

Keywords: Lead-free piezoelectric ceramics, Piezoelectric properties, KNN, Ta. 
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